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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成30年4月19日(2018.4.19)

【公開番号】特開2017-15944(P2017-15944A)
【公開日】平成29年1月19日(2017.1.19)
【年通号数】公開・登録公報2017-003
【出願番号】特願2015-132914(P2015-132914)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ   5/06     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ   5/05     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ    5/06     ３１２　
   Ｇ０３Ｇ    5/06     ３１３　
   Ｇ０３Ｇ    5/05     １０１　
   Ｇ０３Ｇ    5/05     １０４Ｂ
   Ｇ０３Ｇ    5/06     ３７１　

【手続補正書】
【提出日】平成30年3月7日(2018.3.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
（一般式（ＢＰ）中、ＲＢ１、ＲＢ２、及びＲＢ３は、各々独立に、水素原子、ハロゲン
原子、炭素数１以上１０以下のアルキル基、炭素数１以上１０以下のアルコキシ基、又は
、炭素数６以上１０以下のアリール基を表す。ただし、ＲＢ３は水素基を表してもよい。
）
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８６】
　一般式（ＢＰ）中、ＲＢ１、ＲＢ２、及びＲＢ３は、各々独立に、水素原子、ハロゲン
原子、炭素数１以上１０以下のアルキル基、炭素数１以上１０以下のアルコキシ基、又は
、炭素数６以上１０以下のアリール基を表す。ただし、ＲＢ３は水素基を表してもよい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１９４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１９４】
　以下に、一般式（ＢＰ）で示される紫外線吸収剤の具体例を示すが、これに限定される
わけではない。
【手続補正４】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性基体と、前記導電性基体上に配置された感光層であって、電荷発生材料、下記一
般式（ＣＴ１）で示される電荷輸送材料、下記一般式（ＣＴ２）で示される電荷輸送材料
、ビフェニル骨格を有する構造単位を含むビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂、並
びに、分子量３００以上のヒンダードフェノール系酸化防止剤およびベンゾフェノン系紫
外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも１種を含む感光層と、を有する電子写真
感光体と、
　前記電子写真感光体の表面を帯電する帯電手段と、
　光源として発光ダイオードを有し、前記発光ダイオードによる露光により、帯電した前
記電子写真感光体の表面に静電潜像を形成する静電潜像形成手段と、
　トナーを含む現像剤により、前記電子写真感光体の表面に形成された静電潜像を現像し
てトナー像を形成する現像手段と、
　前記トナー像を記録媒体の表面に転写する転写手段と、
　を備える画像形成装置。
【化１】

 
（一般式（ＣＴ１）中、ＲＣ１１、ＲＣ１２、ＲＣ１３、ＲＣ１４、ＲＣ１５、及びＲＣ

１６は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数１以上２０以下のアルキル基、炭
素数１以上２０以下のアルコキシ基、又は、炭素数６以上３０以下のアリール基を表し、
隣接する２つの置換基同士が結合して炭化水素環構造を形成してもよい。ｎ及びｍは、各
々独立に、０、１又は２を表す。）
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【化２】

 
（一般式（ＣＴ２）中、ＲＣ２１、ＲＣ２２、及びＲＣ２３は、各々独立に、水素原子、
ハロゲン原子、炭素数１以上１０以下のアルキル基、炭素数１以上１０以下のアルコキシ
基、又は、炭素数６以上１０以下のアリール基を表す。）
【請求項２】
　前記一般式（ＣＴ１）で示される電荷輸送材料において、ＲＣ１１、ＲＣ１２、ＲＣ１

３、ＲＣ１４、ＲＣ１５、及びＲＣ１６が水素原子を表し、ｍ及びｎが１を表す請求項１
に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記一般式（ＣＴ２）で示される電荷輸送材料において、ＲＣ２１、及びＲＣ２３が水
素原子を表し、ＲＣ２２が炭素数１以上１０以下のアルキル基を表す請求項１又は請求項
２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記ヒンダードフェノール系酸化防止剤が、下記一般式（ＨＰ）で示される酸化防止剤
である請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【化３】

 
（一般式（ＨＰ）中、ＲＨ１、及びＲＨ２は、各々独立に、炭素数４以上８以下の分岐状
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のアルキル基を表す。ＲＨ３、及びＲＨ４は、各々独立に、水素原子、又は、炭素数１以
上１０以下のアルキル基を表す。ＲＨ５は、炭素数１以上１０以下のアルキレン基を表す
。）
【請求項５】
　前記一般式（ＨＰ）で示される酸化防止剤において、ＲＨ１、及びＲＨ２がｔｅｒｔ－
ブチル基を表す請求項４に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記ベンゾフェノン系紫外線吸収剤が、下記一般式（ＢＰ）で示される紫外線吸収剤で
ある請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【化４】

 
（一般式（ＢＰ）中、ＲＢ１、ＲＢ２、及びＲＢ３は、各々独立に、水素原子、ハロゲン
原子、炭素数１以上１０以下のアルキル基、炭素数１以上１０以下のアルコキシ基、又は
、炭素数６以上１０以下のアリール基を表す。ただし、ＲＢ３は水素基を表してもよい。
）
【請求項７】
　前記一般式（ＢＰ）で示されるベンゾフェノン系紫外線吸収剤において、ＲＢ１、及び
ＲＢ２が水素原子を表し、ＲＢ３が炭素数１以上４以下のアルコキシ基を表す請求項６に
記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記電荷発生材料が、ヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料である請求項１～請求項
７のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記ビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂が、下記一般式（ＰＣＡ）で示される構
造単位と、下記一般式（ＰＣＢ）で示される構造単位と、を含むポリカーボネート樹脂で
ある請求項１～請求項８のいずれか１項に記載の画像形成装置。

【化５】

 
（一般式（ＰＣＡ）及び（ＰＣＢ）中、ＲＰ１、ＲＰ２、ＲＰ３、及びＲＰ４は、各々独
立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数１以上６以下のアルキル基、炭素数５以上７以下
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のシクロアルキル基、又は、炭素数６以上１２以下のアリール基を表す。ＸＰ１は、フェ
ニレン基、ビフェニレン基、ナフチレン基、アルキレン基、又は、シクロアルキレン基を
表す。）
【請求項１０】
　前記感光層が、フッ素含有樹脂粒子と、フッ素含有分散剤と、を更に含む請求項１～請
求項９のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１１】
　導電性基体と、前記導電性基体上に配置された感光層であって、電荷発生材料、下記一
般式（ＣＴ１）で示される電荷輸送材料、下記一般式（ＣＴ２）で示される電荷輸送材料
、ビフェニル骨格を有する構造単位を含むビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂、並
びに、分子量３００以上のヒンダードフェノール系酸化防止剤およびベンゾフェノン系紫
外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも１種を含む感光層と、を有する電子写真
感光体と、
　光源として発光ダイオードを有し、前記発光ダイオードによる露光により、帯電した前
記電子写真感光体の表面に静電潜像を形成する静電潜像形成手段と、
　を備え、画像形成装置に着脱するプロセスカートリッジ。
【化６】

 
（一般式（ＣＴ１）中、ＲＣ１１、ＲＣ１２、ＲＣ１３、ＲＣ１４、ＲＣ１５、及びＲＣ

１６は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数１以上２０以下のアルキル基、炭
素数１以上２０以下のアルコキシ基、又は、炭素数６以上３０以下のアリール基を表し、
隣接する２つの置換基同士が結合して炭化水素環構造を形成してもよい。ｎ及びｍは、各
々独立に、０、１又は２を表す。）
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【化７】

 
（一般式（ＣＴ２）中、ＲＣ２１、ＲＣ２２、及びＲＣ２３は、各々独立に、水素原子、
ハロゲン原子、炭素数１以上１０以下のアルキル基、炭素数１以上１０以下のアルコキシ
基、又は、炭素数６以上１０以下のアリール基を表す。）
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